
CSD18511KCS 40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

1 特長
• 低い Qg および Qgd
• 低い RDS(ON)
• 低い熱抵抗

• アバランシェ定格

• 鉛フリーの端子メッキ処理

• RoHS に準拠

• ハロゲン不使用

• TO-220 プラスチック パッケージ

2 アプリケーション
• 2 次側同期整流器

• モータ制御

3 概要
この 40V、2.1mΩ、TO-220 NexFET™ パワー MOSFET 
は、電力変換アプリケーションでの損失を最小限に抑える
ように設計されています。

Gate 

(Pin 1)

Drain (Pin 2)

Source (Pin 3)

製品概要
TA = 25℃ 標準値 単位

VDS ドレイン - ソース間電圧 40 V

Qg ゲートの合計電荷 (10V) 63.9 nC

Qgd ゲート-ドレイン間ゲート電荷 9.7 nC

RDS(on) ドレイン - ソース間オン抵抗
VGS = 4.5V 3.2

mΩ
VGS = 10V 2.1

VGS(th) スレッショルド電圧 1.8 V

製品情報(1) 

デバイス メディア 数量 パッケージ
出荷
形態

CSD18511KCS チューブ 50 TO-220 プラスチック パ
ッケージ

チュー
ブ

(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾
にある注文情報を参照してください。

絶対最大定格
TA = 25℃ 値 単位

VDS ドレイン - ソース間電圧 40 V

VGS ゲート - ソース間電圧 ±20 V

ID

連続ドレイン電流 (パッケージ制限) 110

A連続ドレイン電流 (シリコン制限)、TC = 25°C 194

連続ドレイン電流 (シリコン制限)、TC = 100°C 137

IDM パルス ドレイン電流(1) 400 A

PD 電力散逸 188 W

TJ、
Tstg

動作時の接合部温度、
保存温度

-55～175 ℃

EAS
アバランシェ エネルギー、単一パルス

ID = 56A、L = 0.1mH、RG = 25Ω
156 mJ

(1) 最大 RθJC = 0.8℃/W、パルス期間 ≦ 100μs、デューティ サイクル 
≦ 1%

VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
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TC = 25° C, ID = 100 A
TC = 125° C, ID = 100 A

RDS(on) と VGS との関係
Qg - Gate Charge (nC)
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ID = 100 A
VDS = 20 V

ゲート電荷
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4 Specifications
4.1 Electrical Characteristics
TA = 25°C (unless otherwise stated)

PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT
STATIC CHARACTERISTICS
BVDSS Drain-to-source voltage VGS = 0V, ID = 250μA 40 V

IDSS Drain-to-source leakage current VGS = 0V, VDS = 32V 1 μA

IGSS Gate-to-source leakage current VDS = 0V, VGS = 20V 100 nA

VGS(th) Gate-to-source threshold voltage VDS = VGS, ID = 250μA 1.5 1.8 2.4 V

RDS(on) Drain-to-source on-resistance
VGS = 4.5V, ID = 100A 3.2 4.2

mΩ
VGS = 10V, ID = 100A 2.1 2.6

gfs Transconductance VDS = 4V, ID = 100A 249 S

DYNAMIC CHARACTERISTICS
Ciss Input capacitance

VGS = 0V, VDS = 20V, ƒ = 1MHz

4570 5940 pF

Coss Output capacitance 454 591 pF

Crss Reverse transfer capacitance 235 306 pF

RG Series gate resistance 0.9 1.8 Ω

Qg Gate charge total (4.5V)

VDS = 20V, ID = 100A

31 nC

Qg Gate charge total (10V) 64 nC

Qgd Gate charge gate-to-drain 9.7 nC

Qgs Gate charge gate-to-source 17.9 nC

Qg(th) Gate charge at Vth 7.4 nC

Qoss Output charge VDS = 20V, VGS = 0V 20.7 nC

td(on) Turnon delay time

VDS = 20V, VGS = 10V,
IDS = 100A, RG = 0Ω

8 ns

tr Rise time 6 ns

td(off) Turnoff delay time 17 ns

tf Fall time 3 ns

DIODE CHARACTERISTICS
VSD Diode forward voltage ISD = 100A, VGS = 0V 0.9 1.0 V

Qrr Reverse recovery charge VDS= 20V, IF = 100A,
di/dt = 300A/μs

62 nC

trr Reverse recovery time 31 ns

4.2 Thermal Information
TA = 25°C (unless otherwise stated)

THERMAL METRIC MIN TYP MAX UNIT
RθJC Junction-to-case thermal resistance 0.8 °C/W

RθJA Junction-to-ambient thermal resistance 62 °C/W
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4.3 Typical MOSFET Characteristics
TA = 25°C (unless otherwise stated)

図 4-1. Transient Thermal Impedance

VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
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図 4-2. Saturation Characteristics
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
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図 4-3. Transfer Characteristics
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Qg - Gate Charge (nC)
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図 4-4. Gate Charge

VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
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図 4-5. Capacitance

TC - Case Temperature (qC)
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図 4-6. Threshold Voltage vs Temperature

VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
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図 4-7. On-State Resistance vs Gate-to-Source 
Voltage

TC - Case Temperature (° C)
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図 4-8. Normalized On-State Resistance vs 
Temperature

VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
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図 4-9. Typical Diode Forward Voltage
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VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
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図 4-10. Maximum Safe Operating Area

TAV - Time in Avalanche (ms)
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Switching

TC - Case Temperature (qC)
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5 Device and Documentation Support
5.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
サード・パーティ製品またはサービスに関するテキサス・インスツルメンツの出版物は、単独またはテキサス・インスツルメン
ツの製品、サービスと一緒に提供される場合に関係なく、サード・パーティ製品またはサービスの適合性に関する是認、サ
ード・パーティ製品またはサービスの是認の表明を意味するものではありません。

5.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をク

リックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。 変更の詳細に

ついては、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

5.3 サポート・リソース
テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパ

ートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要
な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕
様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツ
ルメンツの使用条件を参照してください。

5.4 Trademarks
NexFET™ is a trademark of Texas Instruments.
テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

5.5 静電気放電に関する注意事項
この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うこと

を推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずか

に変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

5.6 用語集
テキサス・インスツルメンツ用語集 この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

6 Revision History
資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision * (July 2017) to Revision A (March 2024) Page
• ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新............................................................................. 1
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7 Mechanical, Packaging, and Orderable Information
The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most 
current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of 
this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.
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重要なお知らせと免責事項
テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーショ

ンや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性

および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否しま
す。

これらのリソースは、 テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーショ

ンに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種

規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用す

るアプリケーションの開発の目的でのみ、 テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製す

ることや掲載することは禁止されています。 テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様

は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、 テキサス・インスツルメンツおよびその代理

人を完全に補償するものとし、 テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、 テキサス・インスツルメンツの販売条件、または ti.com やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料など

のいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。 テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用される 

テキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、 テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。IMPORTANT 
NOTICE
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重要なお知らせと免責事項
TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや
設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供してお
り、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的に
かかわらず拒否します。
これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した 
TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあら
ゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。
上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプ
リケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載す
ることは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを
自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI
は一切の責任を拒否します。
TI の製品は、TI の販売条件、または ti.com やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供され
ています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありま
せん。
お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。IMPORTANT NOTICE
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